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В поле импульсного микроволнового излучения (частота колебаний n = 2 ГГц, мощность импульсов P0 = 0,2-2 МВт, длительность импульсов t = 1-15 мкс, частота следования импульсов f = 0,1 Гц) обнаружен новый тип пробоя диэлектриков в вакууме - безэлектродный электрический пробой в объеме диэлектрических кристаллов фторида лития LiF. Этот тип пробоя в объеме кристаллов LiF характеризуется: (a) отсутствием металлических электродов, контактирующих с кристаллами LiF, (b) низким порогом пробоя по величине напряженности » 3 кВ/см электрического поля падающего микроволнового излучения, который на три порядка величины ниже порога пробоя кристаллов LiF в статическом электрическом поле напряженностью » 3 МВ/см, (c) необратимыми локальными разрушениями кристаллов LiF в виде поверхностных кратеров и расходящихся от них внутрь объема кристаллов разветвленных каналов пробоя (дендритов). Предложена физическая модель возникновения на поверхности диэлектриков двойного плазменного слоя с сильным квазистатическим электрическим полем напряженностью ~10 МВ/см, которое и вызывает безэлектродный пробой в объеме диэлектриков. 

Методом скоростной фоторегистрации исследована динамика безэлектродных импульсных контрагированных микроволновых разрядов, развивающихся на поверхности диэлектрических кpисталлов LiF. Установлено, что локальные разрушения на поверхности и в объеме диэлектрических кpисталлов происходят в результате сильных локальных электрических, тепловых и механических воздействий на диэлектрики плотной плазмы контрагированных и микроплазменных разрядов. Обнаруженные нами в объеме диэлектрических кристаллов дендриты аналогичны локальным разрушениям, которые образуются в результате высоковольтного электрического пробоя в объеме диэлектриков, находящихся в электрическом поле напряженностью 1-10 МВ/см между металлическими электродами. 

Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 99-02-16424) и РФФИ-ННИО (проекты РФФИ № 99-02-04030, DFG № 436 RUS 113544).
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